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Badacze z IBM-a, GlobalFoundries i Samsunga stworzyli nowa

architekture tranzystordéw, dzieki ktérej Prawo Moore’'a bedzie
obowigzywato jeszcze przez lata. Jakby jeszcze tego byto mato,
nie wykorzystali przy tym ani weglowych nanorurek, ani zadnego
innego teoretycznego rozwigzania, ale przystosowali juz
uzywane procesy produkcyjne 1 materiaty.

Przemyst péiprzewodnikowy od dziesiecioleci tworzy coraz
mniejsze podzespoty. Dzieki temu na pojedynczym uktadzie
scalonym mozemy umie$ci¢ coraz wiecej tranzystordw, co
przektada sie na coraz wiekszg moc obliczeniowg uktadu, coraz
lepszy stosunek mocy do zuzywanej energii oraz coraz nizsza
cene.

Ostatni duzy postep technologiczny w przemysle
potprzewodnikowym miat miejsce w 2009 roku, gdy zaprezentowano
nowg architekture tranzystoréw o nazwie FinFET. Produkcja tego
typu tranzystoréw rozpoczeta sie w roku 2012, umozliwiajac
przejscie do 22-nanometrowego procesu produkcyjnego. FinFET
byt rewolucjg, gdyz pozwolit na pierwszg od dziesiecioleci
znaczgcg zmiane struktury tranzystordéw, pozwalajgc na
wykorzystanie architektury 3D w miejsce dotychczas stosowanego
systemu 2D. ,Struktura FinFET to pojedynczy kwadrat, ktdérego
trzy boki sg pokryte bramkami”, méwi Mukesh Khare, wiceprezes
ds. badan nad pétprzewodnikami w IBM-ie.

0d tego czasu uptyneto jednak 5 lat i FinFET dochodzi do kresu
swoich mozliwo$ci. Obecnie wykorzystuje sie jg w procesie 10-
nanometrowym i powinna wystarczy¢ do procesu 7-nanometrowego.
»Jesli nadal chcemy zmniejsza¢ procesory i by¢ pewnymi, ze
bedg one dziataty, to okoto 5 nanometrdéw musimy przejs¢ do
innej architektury procesora” — méwi Dan Hutcheson, dyrektor
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firmy VLSI Research, ktdéra specjalizuje sie w badaniach nad
wytwarzaniem pétprzewodnikéw.

Wynalazek IBM-a, GlobalFoundries i Samsunga nadszedt w samg
pore. Innowacja polega na zmianie struktury FinFET =z
wertykalnej na horyzontalng, dzieki czemu powstaje czwarta
bramka. ,Mozemy wyobrazi¢ sobie to jako FinFET obrdcone na bok
i utozone jedno na drugim” — stwierdza Khare. Jesli za$ chodzi
o skale, to mamy tutaj gigantyczny postep. W nowej
architekturze sygnat elektryczny przechodzi przez przetacznik,
ktérego szerokos¢ wynosi 2-3 szeroko$ci nici DNA.

»T0 wielki postep. Jesli mozemy zmniejszyC tranzystory,
upakujemy wiecej tranzystordéw na tej samej powierzchni, a wiec
uzyskamy wiecej mocy obliczeniowej z tej samej powierzchni”,
méwi Hutcheson. W przypadku nowej architektury oznacza to, ze
o ile w 7-nanometrowym procesie upakujemy na podstawce 20
miliardéw tranzystordw, to przy procesie 5-nanometrowym na tej
samej podstawce zmiesci sie ich 30 miliarddéw. Eksperci z IBM-a
obliczajag, ze pozwoli to albo na uzyskanie o 40 procent
wiekszej wydajnos$ci przy tym samym zuzyciu energii, albo na
zmniejszenie zuzycia energii o 75% przy tej samej mocy
obliczeniowej uk*tadu.

Procesory z nowg architektura tranzystoréw trafig na rynek nie
wczesniej niz w roku 2019. Jednak to idealna pora. Mniej
wiecej wtedy bowiem pojawi sie potrzeba przejscia na jeszcze
mniejszy proces technologiczny, pozwalajgcy na dokonanie
kolejnego postepu w wielu dziedzinach, od rozwoju sieci 5G,
poprzez autonomiczne samochody po sztuczng inteligencje. ,To
wszystko jest w wysokim stopniu uzaleznione od coraz wiekszych
mocy obliczeniowych. Mozemy je uzyska¢ tylko z tego typu
technologii. Bez nich sie zatrzymamy”, dodaje Hutcheson.
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